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(57) Abstract: The invention relates to a method for the production of a plurality of opto-electronic semiconductor chips which
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to said method.
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die ein Substrat sowie eine Aufwachsoberfliche aufweist. ~Auf der Aufwachsoberfliche wird eine Maskenmaterialschicht
ausgebildet, die eine Vielzahl von Fenstern aufweist, von denen die meisten eine mittlere Ausdehnung von kleiner als oder gleich 1
um aufweisen. Dabei wird ein Maskenmaterial derart gewéhlt, dass sich ein in einem spiteren Verfahrensschritt aufzuwachsendes
Halbleitermaterial der Halbleiterschicht auf diesem im Wesentlichen nicht oder im Vergleich zur Aufwachsoberfldche
wesentlich schlechter aufwachsen ldsst. Nachfolgend werden Halbleiterschichten im Wesentlichen gleichzeitig auf innerhalb
der Fenster liegende Bereiche der Aufwachsoberfldche abgeschieden. Ein weiterer Verfahrensschritt ist das Vereinzeln der
Chipverbund-Basis mit aufgebrachtem Material zu Halbleiterchips. Die Erfindung betrifft zudem ein nach dem Verfahren
hergestelltes optoelektronisches Halbleiterbauelement.
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